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Transistor MQOS
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y A = 0. El dispositivo se conecta de forma de tal de obtener Vps = 2V y IV/gs = 0 V fijos y se varia V.

Se desea medir la curva de transferencia (Ip vs Vi) transistor NMOS conVy =1V, k =

a) Calcular el rango de tensiones V¢ para el cual el dispositivo se encontrara operando en los regimenes de corte,
saturacion y triodo.

b) Graficar la curva I, vs V¢ resultante.

c) Sicontaramos con la medicidn de la curva de transferencia ¢ Cdmo estimaria los valores de ky I/?




a) Calcular el rango de tensiones V¢ para el cual el dispositivo se encontrara operando en los regimenes de corte, saturaciéon
y triodo.
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b) Graficar la curva Ip vs V¢ resultante.
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c) Si contaramos con la siguiente medicion de la curva de transferencia ¢ CoOmo estimaria los valores de k y V?
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Dos incognitas. Podriamos elegir dos valores del ol
grafico y armar un sistema de dos ecuaciones.
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Tomemos la raiz de la ecuacion...
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Tomemos la raiz de la ecuacion...
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Tomemos la raiz de la ecuacion...
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En la vida real las mediciones tienen ruido. En estos casos podemos ajustar una recta a los datos.
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